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Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych wydaje trzy czasopisma naukowe,

ktorych tematyka dotyczy inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciafa statego, a

w szczegolnosci technologii otrzymywania nowoczesnych materiatow, ich obrobki,

miernictwa oraz wykorzystania w elektronice i innych dziedzinach gospodarki:

#* Materialy Elektroniczne — zawierajgce artykuty problemowe, teksty wystgpien
pracownikow ITME na konferencjach i Biuletyn PTWK (Polskie Towarzystwo
Wzrostu Krysztatow im. prof. J. Czochralskiego)

#* Prace ITME - zawierajace monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, gfow-
nie pracownikow ITME

#* Nexus Research News — od 1998 r. (poprzednio MST News Poland) w jgzyku an-
gielskim, zawierajacy artykuty dotyczace polskich/europejskich osiggniec¢ w za-
kresie mikrosystemow rozumianych jako zespot czujnikow przetwarzajacych wiel-
kosci mierzone na sygnat elektryczny, uktadow obrobki tego sygnatu oraz wskaz-
nikow lub elementdw wykonawczych (actuators). Czasopismo jest sponsorowa-
ne przez Program Europejski NEXUS (Network of Excellence in Multifunctional Mi-
crosystems).

#* % Katalogi i karty katalogowe technologii, materiatow, wyrobow i ustug
Informacje dotyczace katalogow i kart katalogowych mozna uzyskac:
tel. 8349730; fax: 8349003, komertel/fax 39120764, e-mail: itme@sp.itme.edu.pl
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PRACE DOKTORSKIE PRACOWNIKOW ITME

Dr inz. Roman Kozlowski
Instytut Technologii Materiatléw Elektronicznych
Zaktad Epitaks;ji

Promotor: doc. dr hab. Pawet Kaminski, Instytut Technologii Materiatléw

Elektronicznych
Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Bugajski, Instytut Technologii
Elektronowej
prof. dr hab. Andrzej Jelenski, Instytut Technologii Materialéw
Elektronicznych

Stopiefi doktora nauk technicznych w zakresie inZynierii materiatowej
zostal nadany w dniu 23 paZdziernika 2001 r.
w Instytucie Technologii Materialéw Elektronicznych

Tytut rozprawy: Niestacjonarna spektroskopia fotopradowa o duzej
rozdzielczosci jako nowa metoda badania centrow
defektowych w polprzewodnikach wysokorezystywnych

W rozprawie opracowano procedury stuzace do wyznaczania energii aktywa-
cji, pozornego przekroju czynnego na wychwyt no$nikéw tadunku i koncentracji
centréw defektowych metoda niestacjonarnej spektroskopii fotopradowej o duze;j
rozdzielczoSci (HRPITS). Metoda ta przeprowadzono badania wzrostowych cen-
trow defektowych w litych monokrysztatach SI GaAs. Wykryto 31 putapek o ener-
gii aktywacji w zakresie od 0,013 do 0,76 eV, ktére przypisano defektom rodzi-
mym, zanieczyszczeniom, kompleksom zlozonym z defektéw rodzimych oraz kom-
pleksom ztozonym z zanieczyszczen i defektéw rodzimych. Okre§lono wplyw me-
tody monokrystalizacji SI GaAs oraz wptyw obrébki termicznej na koncentracjg
centrOw defektowych. Przeprowadzono badania centréw defektowych w wysoko-
rezystywnych warstwach LT GaAs. Wykryto 15 pulapek o energii aktywacji w
zakresie od 0,004 do 0,64 eV i okreslono zalezno$¢ ich koncentracji od tempera-
tury wzrostu warstw. Przeprowadzono badania centréw radiacyjnych w wysoko-
rezystywnym krzemie napromieniowanym szybkimi neutronami. Wykryto 24 pu-
tapki o energii aktywacji w zakresie od 0,01 do 0,60 eV, ktére przypisane zostaty
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plytkim donorom, kompleksom SnV w dwdéch stanach tadunkowych, bistabilnym
parom CC i CP w réznych stanach tadunkowych, lukom podwéjnym V, w kilku
stanach tadunkowych, migdzywe¢ztowym atomom wegla Ci oraz kompleksom VO,
VP, V,0i CO,. Przedstawiono mechanizmy powstawania par VO, CC.CP,
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L BEH IR POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU
e KRYSZTALOW (PTWK)
K Polish Society for Crystal Growth
Nr 18 - 2001
Zarzad Glowny PTWK Prezes: prof. dr hab. Anna Pajaczkowska
Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych  Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych
ul. Wélczynska 133,01-919 Warszawa E-mail: apajaczkowska@hotmail.com

Tel;.: +48 22 8349949; Fax" +48 22 8349003 pajacz_a@itme.edu.pl
Internet: www.ptwk.org.pl
Sekretarz: doc.dr hab. Marek Berkowski
Konto PTWK: Millennium BIG Bank S.A. Instytut Fizyki PAN
11501303-0012351497 E-mail: berko@ifpan.edu.pl

PROGRAM DRUGIEGO ZEBRANIA ZARZADU PTWK

Zebranie Zarzadu PTWK odbyto si¢ dnia 22 pazdziernika (poniedzialek) o godz.
10.30 w ITME w sali konferencyjnej w budynku 2, I pigtro (przy gabinecie Dyrektora
ITME).

Program Zebrania:
- Powitanie uczestnikow przez Dyrektora ITME - dr Zygmunt Luczynski
- Przyjecie protokotu z poprzedniego zebrania (Materialy Elektroniczne nr 4, t. 28

(2000) str. 74/75) - wystane

- Sprawozdanie z konferencji w Japonii ICCG-13 - prof. Keshara Sangwal,

- Informacja o szkole ISSCG-11- prof. Anna Pajaczkowska

- Sprawozdanie z konferencji 6th International Conference on Intermolecular Interac-
tion in Matter-Gdansk 09.2001 - prof. Stanistaw Krukowski

- Dzialalno$¢ sekcji i komisji PTWK:

- Organizacja sympozjum (Sekcja krysztalow objgtosciowych) - prof. Marek Koziel-
ski

- Plany dziatania Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych - prof. Marek Oszwatdowski

- Zakonczenie dziatalnosci Sekcji Krysztatow Ciektych i Molekularnych - informacja

- doc. Stanistaw Klosowicz
- Komisja stownika-terminologii - prof. Stanistaw Krukowski
- Kapituta Komisji Nagrod (prace dokt./magister) - dyskusja (regulamin dziatania)

- Strona internetowa-zakres informacji (dr Tomasz Klimczuk - Gdansk) - prof. Stani-
saw Krukowski i prof. Anna Pajaczkowska

- Sprawy czlonkowskie - prof. Marek Berkowski - sekretarz

- Sprawy finansowe - mgr Barbara Kaczmarek - skarbnik
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Rejestracja PTWK, znak PTWK - prof. Anna Pajaczkowska

Czlonkowie wspierajacy i sponsorzy - prof. Anna Pajaczkowska

Konferencja WAT - Zakopane 2002 1 nastepne - prof. Stanisaw Krukowski i Anna Pajaczkowska
Wolne wnioski

Czas trwania zebrania okoto 2 godziny, przewidziany jest obiad o godz. 13.00.

Prezes PTWK
Anna Pajaczkowska
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BIULETYN
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU
KRYSZTALOW (PTWK)
Polish Society for Crystal Growth

Nr 18 - 2001
Zarzad Gléwny PTWK Prezes: prof. dr hab. Anna Pajaczkowska
Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych  Instytut Technologii Materiatléw Elektronicznych
ul. Woélczynska 133,01-919 Warszawa E-mail: apajaczkowska@hotmail.com

Tel;.: +48 22 8349949; Fax" +48 22 8349003 pajacz_a@itme.edu.pl
Internet: www.ptwk.org.pl
Sekretarz: doc.dr hab. Marek Berkowski
Konto PTWK: Millennium BIG Bank S.A. Instytut Fizyki PAN
11501303-0012351497 E-mail: berko@ifpan.edu.pl

PROTOKOL Z DRUGIEGO ZEBRANIA ZARZADU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW

Obecni: prof. Anna Pajaczkowska, prof. Keshara Sangwal, prof. Stanistaw Krukowski,
prof. Marek Kozielski, prof. Maciej Oszwatdowski, doc.Stanistaw Klosowicz,
prof. Marek Berkowski

Zebranie odbylo sig dnia 22 pazdziernika 2001 r. w Warszawie w Instytucie Tech-
nologii Materialéow Elektronicznych (ITME).

Zebranie otworzyt i powitat cztonkow Zarzadu Dyrektor ITME dr Zygmunt Luczyn-
ski. W krotkim wystapieniu zapewnit on zebranych o dalszym wspieraniu przez ITME
dziatalnosci Towarzystwa.

Nastgpnie prowadzaca zebranie prezes prof. Anna Pajaczkowska poprosita czionkéw
Zarzadu o formalne przyjgcie protokotu z poprzedniego zebrania (Materiaty Elektronicz-
ne nr 4, t. 28 (2000) str. 74/75) - ktdry zostat wystany do cztonkow Towarzystwa.

Zgodnie z przyjetym porzadkiem zebrania prof. K. Sangwal przedstawit informacje
o trzynastej Migdzynarodowej Konferencji Wzrostu Krysztatéw (ICCG-13), ktdra od-
byla si¢ w dniach od 30 lipca do 4 sierpnia 2001 r. w Doshisha University w Kyoto (Ja-
ponia) pod patronatem Miedzynarodowej Organizacji Wzrostu Krysztalow (Internatio-
nal Organization for Crystal Growth IOCG) w potaczeniu z Jedenasta Miedzynarodo-
wa Konferencja na temat Wzrostu z Par oraz Epitaksji (ICVGE-11). (Szczegétowe spra-
wozdanie prof. Sangwala w zal. 1). Nastepnie prof. A. Pajaczkowska przedstawila krotka
informacjg o Jedenastej Migdzynarodowej Letniej Szkole Wzrostu Krysztatow (Eleventh
International Summer School on Crystal Growth; ISSCG-11), ktéra odbywata si¢ row-
niez w Japonii tuz przed konferencja ICCG-13 (Informacja o ISSCG-11 Zat. 2).
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Po przedstawionych informacjach dyskusja dotyczyta gtownie organizacji konferen-
cji ICCG-16, ktéra ma odby¢ si¢ w 2010 r. a kandydatami na organizatoréw tej konfe-
rencji sa Polska i Chiny. W dyskusji stwierdzono, ze PTWK powinno zabiega¢ o poparcie
dla organizacji tej konferencji przez Polskg u dyrektoréw instytutow, w ktorych sa la-
boratoria technologiczne przyktadowo: jak ITME i Instytut Fizyki PAN. Zwrdcono row-
niez uwagg na potrzebg wspolpracy wyzszych uczelni przy ewentualnej organizacji kon-
ferencji w Polsce np. Politechniki Warszawskiej, co mogloby pomoc w zapewnieniu od-
powiedniej liczby duzych sal wyktadowych. Nalezatoby rowniez przeprowadzi¢ rozmo-
wy w KBN 1 uzyska¢ potwierdzenie poparcia Komitetu na powierzenie organizacji kon-
ferencji w kraju. Osobna sprawg stanowi znalezienie Zrodel finansowania.

W dalszym ciagu zebrania prof. S. Krukowski (zat. 3) przedstawit krotkie sprawoz-
danie z 6™ International Conference on Intermolecular Interaction in Matter w Gdansku,
ktora odbyta si¢ we wrzesniu 2001 r. Dyskusjg po tym sprawozdaniu spowodowato
stwierdzenie, ze tematyka konferencji byla za obszerna i zbyt pokrywata si¢ z tematyka
konferencji PTWK PCCGVI w Poznaniu VI 2001 r. Prof. M. Oszwatdowski sugerowat,
ze PTWK nie powinno organizowa¢ wigcej niz jedng konferencje rocznie. Towarzystwo
powinno dawa¢ wyrazny sygnat do srodowiska osob zajmujacych si¢ wzrostem krysz-
tatow, ktora konferencja jest wiodaca (o cyklu 3-letnim), a w pozostatych latach popie-
ra¢ organizowanie konferencji satelitarnych (najlepiej, gdyby one byly organizowane
przez sekcje PTWK) o tematyce bardziej specjalistycznej. Organizatorzy konferencji,
ktora ma uzyskac poparcie Towarzystwa winni zaprezentowac jej zalozenia na zebraniu
Zarzadu PTWK.

W dalszym ciagu zebrania omawiana byta dziatalnos¢ sekcji i komisji PTWK.

Zakonczenie dziatalno$ci Sekcji Krysztatéw Ciektych i Molekularnych

Prof. S. Klosowicz poinformowat Zarzad, ze w wyniku dyskusji w srodowisku osob
zajmujacych sig cieklymi krysztatami, w zasadzie jednogtosnie zdecydowano o checi za-
wigzania niezaleznego Towarzystwa Cieklych Krysztalow. Zatem, Sekcja Krysztatow
Ciektych i Molekularnych nie bedzie istniata przy PTWK. Pismo dot. rozwiazania Sek-
cji wplyngto 13.09.2001 r.

Organizacja Sympozjum przez Sekcj¢ Krysztaléw Objetosciowych

Prof. M. Kozielski poinformowat o organizowaniu sympozjum "Wzrost i Charakte-
ryzacja Krysztalow Objgtosciowych". Czas trwania przewiduje sig 1'/, dnia 1 bedzie obe;-
mowat referaty i plakaty. Patronat finansowy nad sympozjum obejmie Wydziat Fizyki
Technicznej Uniwersytetu Poznanskiego. Planowany termin to kwiecien 2002 r. Podkre-
slono, ze 1'/, dniowe spotkania naukowe sa bardzo pozyteczne i dos¢ tanie w organiza-
cji, natomiast kwiecien jest wygodny dla osrodkéw akademickich. Na zebraniu PTWK
w kwietniu 2002 moze by¢ rozwazana organizacja nastgpnego sympozjum rowniez w
kwietniu 2003 r.
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Prof. M. Oszwatdowski poinformowat zebranych, ze na stronie internetowe;j Politech-
niki Poznanskiej zamieszczono informacja o Konferencji PCCGVI. Znajduje si¢ tam abs-
tract book, zdjecia z konferencji, lista uczestnikow, itd.

Komisja sfownika terminologii

Prof. S. Krukowski zlozyt sprawozdanie z dziatalno$ci Komisji. W wyniku dysku-
sji postanowiono, ze dziatalno$¢ Komisji zostanie przedtuzona na nastgpna kadencjg. No-
wym przewodniczacym Komisji zostanie prof. K. Sangwal, a poza wice przewodnicza-
cymi Sekcji do sktadu Komisji dotaczy prezes elekt. Prof. A. Pajaczkowska zapropo-
nowata rozwazenie wydania Stownika terminologicznego w Pracach ITME.

Kapituta Komisji Nagrod
Prof. K. Sangwal wraz z prof. M. Oszwaldowskim zorganizuja e-mailowe zebranie
Komisji w celu opracowania propozycji regulaminu kapituly.

Strona internetowa Towarzystwa

Prof. A. Pajaczkowska poinformowala, ze strona internetowa Towarzystwa dziata-
jaca na serwerze Politechniki Gdanskiej zostala zarejestrowana w NASK. Obecnie strong
internetowa PTWK prowadzi dr Tomasz Klimczuk. Nalezy stworzy¢ mozliwos¢ prostego
wystania wiadomosci e-mailowej do wszystkich czlonkéw Towarzystwa. Na prosbg pani
prezes w ciagu dwoch tygodni wszyscy maja si¢ zastanowi¢ co nalezaloby zmieni¢ na
stronie internetowe;j, a nastgpnie po zaakceptowaniu przez Zarzad zostang zlecone zmia-
ny. Wysylanie decyzji bedzie realizowane przez Prezesa PTWK.

Sprawy cztonkowskie i finansowe

Sekretarz doc. M. Berkowski poinformowat o uaktualnieniu listy czlonkow Towa-
rzystwa, aktualnie liczy ono 90 czlonkéw. Do 8 0sdb nie mamy aktualnych adreséw e-
mailowych. Poza lista w ukladzie alfabetycznym nalezy sporzadzic€ jej druga wersjg we-
dhug Osrodkow i Instytucji. Skarbnik mgr B. Kaczmarek przedstawila sytuacjg finanso-
wa. W wyniku krétkiej dyskusji zdecydowano, ze tylko ci ktorzy maja zaptacone sklad-
ki beda dostawali Materiaty Elektroniczne, w ktorych jest drukowany Biuletyn PTWK.

Rejestracja PTWK

Prezes prof. A. Pajaczkowska poinformowata o sprawach zwiazanych z rejestracja
PTWK, znakiem Towarzystwa, deklaracjach dla czlonkéw wspierajacych i sponsorow.
Osoby, ktore chca sie wlaczy¢ w zmiane logo 1 wprowadzeniem do niego imienia Jana
Czochralskiego sa mile widziane i proszone o kontakt z prezesem.

Konferencja WAT - Zakopane 2002 r. i w latach nast¢pnych

Dyskusja toczyta si¢ na temat otrzymanego "First Announcement ICSSG". W wyniku
dyskusji stwierdzono, ze nalezy wystapi¢ do organizatoréw Konferencji z wnioskiem o
obnizenie do 250 Euro kosztow konferencji w Zakopanym w 2002 r. Stwierdzono row-
niez, ze Towarzystwo jako wspotorganizator konferencji powinno mie¢ wpltyw na to kto
bedzie "invited speakerem" w sekcjach, a takze, ze jeden "Co-Chairmen" powinien by¢
z Towarzystwa.
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Zarzad popiera wydawanie czesci artykutdw dotyczacej krysztatow objgtosciowych i
warstw przez Towarzystwo np.: w Crystal Research & Technology. Jak rowniez popie-
ra Prof. K. Sangwala jako "redaktora goscinnego" (Guest Editor), jednak Prof. K. San-
gwal przed podjgciem rozmoéw z wydawnictwem powinien by¢ zapoznany z programem
naukowym konferencji.

Czlonkowie zarzadu zostali poinformowani o tym, ze prof. A. Rogalski wyraza zgodg
na to, by w przyszlosci konferencja odbywata si¢ wiosna i co 3 lata, najblizsza bgdzie
w 2004r.

Nastgpne zebranie Zarzadu jest przewidziane w Poznaniu w czasie sympozjum.
Na tym zebranie zakonczono.

Sekretarz PTWK

Marek Berkowski

Warszawa, 22.10.2001 r.
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BIULETYN
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU
KRYSZTALOW (PTWK)
Polish Society for Crystal Growth

Nr 18 - 2001
Zarzad Gt6wny PTWK Prezes: prof. dr hab. Anna Pajaczkowska
Instytut Technologii Materialéow Elektronicznych  Instytut Technologii Materialow Elektronicznych
ul. Wolczynska 133,01-919 Warszawa E-mail: apajaczkowska@hotmail.com

Tel;.: +48 22 8349949; Fax" +48 22 8349003 pajacz_a@itme.edu.pl
Internet: www.ptwk.org.pl
Sekretarz: doc. dr hab. Marek Berkowski
Konto PTWK: Millennium BIG Bank S.A. Instytut Fizyki PAN
11501303-0012351497 E-mail: berko@ifpan.edu.pl

Zat.1

THIRTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
CRYSTAL GROWTH (ICCG-13)

WIraz z

ELEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
VAPOUR GROWTH AND EPITAXY (ICVGE-11)

W dniach od 30 lipca do 4 sierpnia 2001 r. tuz po Jedenastej Migdzynarodowej
Letniej Szkole Wzrostu Krysztalow (Eleventh International Summer School on Crystal
Growth; ISSCG-11), w Doshisha University w Kyoto (Japonia) odbyla si¢ pod patronatem
Migdzynarodowej Organizacji Wzrostu Krysztalow (International Organization for Crystal
Growth; IOCG) Trzynasta Miedzynarodowa Konferencja Wzrostu Krysztalow (ICCG-13)
w potaczeniu z Jedenasta Migdzynarodowa Konferencja na temat Wzrostu z Fazy Pary oraz
Epitaksji (ICVGE-11). Konferencja byta sponsorowana przez: Radg Naukowa Japonii (Scien-
ce Council of Japan), Japonskie Towarzystwo Fizyki Stosowanej (Japan Society of Applied
Physics) oraz Japonskie Stowarzyszenie Wzrostu Krysztalow (Japanese Association for
Crystal Growth) i wspierana przez Japonskie Ministerstwo Edukacji, Sportu, Kultury,
Nauki i Technologii (MEXT) i 18 naukowych towarzystw japonskich (m.in. przez To-
warzystwo Fizyczne, Chemiczne, Mineralogiczne i Farmaceutyczne).
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Komitet wykonawczy tworzyli: T. Nishinaga (Meijo University; w latach 1995-2001
Prezes IOCG), Przewodniczacy ICCG-13; H. Takei (Osaka University), Vice-Przewod-
niczacy ICCG-13; K. Takahashi (Teikyo University of Science and Technology), Prze-
wodniczacy ICVGE-11; T. Ohachi (Doshisha University, Kyoto), Sekretarz; H. Matsu-
nami (Kyoto University), Przewodniczacy Programowy. Czlonkowie komitetu organi-
zacyjnego pochodzili z réznorodnych naukowych osrodkéw japonskich.

W konferencji udziatl wzigto 1239 uczestnikow, w tym 56 osob towarzyszacych, z
41 krajow. Oczywiscie najliczniej reprezentowanym krajem byta Japonia, gospodarz kon-
ferencji: 713 osob, co stanowilo okoto 58\% wszystkich uczestnikow. Nastepne licznie
reprezentowane kraje to: Rosja (85), USA (64), Niemcy (61), Chiny (40), Korea (39),
Ukraina (25), Indie (23), Francja (21), Wielka Brytania (21), Izrael (18), Holandia (15),
Tajwan (12), Polska (11). W przypadku niektorych krajow (np. Rosji, Chin, Ukrainy i
Indii) rzeczywista liczba uczestnikow prawdopodobnie byta nizsza o kilkanascie procent
poniewaz w sesjach plakatowych i prezentacjach ustnych nie przedstawiono wielu prac
autoroéw z tych krajow.

Organizatorzy konferencji poczatkowo otrzymali 1320 streszczen, z ktorych przed
rozpoczgeciem konferencji 283 odrzucono przez organizatoréw lub wycofane przez sa-
mych autoréw. W zwiazku z tym w "Abstracts Book" opublikowano 1137 streszczen
podzielonych na dwie kategorie: G (General sessions) i T (Topical sessions), zaprezen-
towanych w 21 tematach do podczas 73-ch sesji tematycznych w formie: a) wyktadow,
b) prezentacji ustnych potaczonych z pdzniejszymi przedstawieniami plakatowymi w
sesjach posterowych oraz c) posteroéw. Wyktady byly gtownie 30-to minutowe a ustne
prezentacje - S-cio minutowe. Sesje posterowe trwaly 90 minut, jednakze kazdy poster
byl eksponowany od 8.30 do 18.30. Ostatecznie podczas konferencji przedstawiono 970
prac oraz 29 firm, w tych 5 wydawnictw miato swoje wystawy.

Pierwszy dzien byl przeznaczony na rejestracjg i recepcje. W drugim dniu uczestnikow
konferencji powitat prof. T. Nishinaga, gospodarz konferencji, a krotka historig $wiatowe-
go ruchu wzrostu krysztalow przedstawit jeden z bytych prezesow I0CG prof. R. Kern z
Uniwersytetu w Marsylii (Francja). Nastgpnie zyczenia owocnych obrad zlozyli uczestni-
kom konferencji przedstawiciele uniwersytetow w Kyoto, prefektury Kyoto i ministerstwa
edukacji, kultury i nauki Japonii. Zyczenia od premiera Japonii, pana Junichiro Koizumi,
przeczytal sekretarz konferencji. Po tej oficjalnej czgsci inauguracji konferencji rozpoczat
sig ciag rownolegtych ustnych sesji tematycznych oraz sesji posterowych. W drugim i trze-
cim dniu trwania konferencji, wyktady plename odbywaty sig rano, byto od 7 do 9 réwno-
legtych ustnych sesji tematycznych przed i po przerwie obiadowej, dwie sesje posterowe oraz
jedna sesja wieczorna. W czwartym i piatym dniu nie bylo rano wyktadéw plenamych,
zas$ odbylo si¢ 12 rownoleglych sesji tematycznych do przerwy obiadowej oraz jedna
sesja posterowa. W czwartym dniu po przerwie obiadowej, odbyla si¢ §wietnie zorga-
nizowana wycieczka konferencyjna na szczyt gory Heie, potaczona z kolacja po japon-
sku na brzegu jeziora Biwa. W piatym dniu po obiedzie odbyta si¢ kolejna sesja wykla-
dow plenamych (IOCG Award Lectures; patrz nizej) oraz walne zebranie IOCG.
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W ostatnim dniu konferencji miaty miejsce ustne sesje tematyczne, przed i po prze-
rwie obiadowej: odpowiednio 8 i 6 sesji rownoleglych, oraz dwie sesje posterowe. Na-
stepnie, po krotkiej przerwie, odbyla sig sesja zwiazana z zamknigciem konferencji.
Gospodarz konferencji oraz urzedujacy prezes IOCG prof. T. Nishinaga przedstawit ogol-
ne sprawozdanie dotyczace: uczestnikow, abstraktow, prac do publikacji jako "Proce-
edings" w Journal of Crystal Growth oraz cztonkow wielu podkomitetéw zwigzanych z
organizacja ICCG-13. Wyrazil on zadowolenie z przebiegu konferencji oraz podzigko-
wal wszystkim, ktorzy brali w niej udziat jako uczestnicy i jako organizatorzy. Na ko-
niec nowowybrany prezes IOCG prof. R.F. Sekerka (USA) wyrazit wdzigczno$¢ gospo-
darzowi prof. T. Nishinadze za wspaniala organizacj¢ konferencji oraz za gos$cinnos¢ i
oficjalnie zamknat konferencjg.

Warto tutaj wspomnieé, ze podczas walnego zebrania IOCG gospodarze przysziej
konferencji ICCG-14 i szkoty ISSCG-12 w roku 2004 (Francja i Niemcy) przedstawili
swoj plan organizacji tych imprez odpowiednio w Grenoble i Berlinie, a gospodarze
ICCG-151ISSCG-13 w roku 2007 (USA) poinformowali uczestnikow o generalnej kon-
cepcji organizacyjnej w Salt Lake City. Podano tez do wiadomosci, ze kandydatami do
organizacji ICCG-16 i ISSCG-14 w roku 2010 sa Polska i Chiny.

Wyklady i ustne prezentacje byly przedstawione tematycznie, nastgpujaco: GO1. Fun-
damentals of crystal growth (5 sesji tematycznych, sala K25, liczba prac 83 [5]); G02.
Bulk crystals (5 sesji tematycznych, sala S14, liczba prac 79 [4], z tym 2 jednogodzin-
ne wyktady]); GO3. Oxide and Fluoride crystals (10 sesji tematycznych, sala S12, licz-
ba prac 174 [9]); GO4. Thin films and epitaxial growth (7 sesji tematycznych, sale M11
oraz SB3, liczba prac 135 [2]); GOS. Industrial crystallization (3 sesje tematyczne, sala
K35, liczba prac 48 [5]); G06 Protein and biological crystallization (2 sesje tematycz-
ne, sala S14, liczba prac 32 [2]); GO7. Growth under microgravity and flows (3 sesje
tematyczne, sala S21, liczba prac 41 [2]); GO8. Surfaces and interfaces (3 sesje tema-
tyczne, sala SB1, liczba prac 61 [5]); G09. Characterization and {it in situ} observation
(2 sesje tematyczne, sala S21, liczba prac 28 [3]); G10. Novel materials (3 sesje tema-
tyczne, sala S13, liczba prac 27 [3]); G11. Crystal growth general (4 sesje tematyczne,
sala G3C, liczba prac 71 [3]); G12. Growth technology (2 sesje tematyczne, sala K32,
liczba prac 31 [3]); G13. Film and video (1 sesja, sala M11, liczba prac 8); TO1. Self-
assembled nanostructure for quantum dots (2 sesje tematyczne, sala S11, liczba prac 18
[3]); TO2. Wide band gap materials - nitride (3 sesje tematyczne, sala SB2, liczba prac
81 [5]); T03. Wide band gap materials - SiC and diamond (3 sesje tematyczne, sale M21
oraz SB2, liczba prac 41 [3]); T04. Epitaxial growth of magnetic semiconductors and
related structure (2 sesje tematyczne, sala S11, liczba prac 25 [2]); T0S5. Melt growth
fundamentals (2 sesje tematyczne, sala K32, liczba prac 39 [3]); T06. Multinary com-
pounds (2 sesje tematyczne, sala K31, liczba prac 26 [3]); TO7. Ferroelectric thin films
(2 sesje tematyczne, sala S11, liczba prac 37 [4]); TO8. Phase field models of solidifica-
tion and pattern formation (2 sesje tematyczne, sala K25, liczba prac 23 [4]); LN. Late
news (2 sesje, sale S13 oraz S14, liczba prac 38). Powyzej obok liczby prac obejmuja-
cych wyklady i ustne prezentacje zostala zaznaczona w nawiasie kwadratowym liczba
\égfkiad()w w danej tematyce.
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Oprocz dwoch w/w jednogodzinnych wyktadow wieczornych w sesji GO2 (Silicon
crystal growth research from the beginning: T. Abe, Japonia; Recent progress in the melt
growth of [1I-V compound semiconductors: J.B. Mullin, UK)) wygtoszono nastgpujacych
7 wykladow plenarnych w trzech sesjach (sala M21):

1) Protein crystal growth in space, past and future: L.J. DeLucas (USA);
2) Nitride semiconductors, impact on future world: I. Akasaki (Japonia);
3) First principles calculations for mechanisms of semiconductor epitaxial growth:

A. Oshiyama (Japonia);

4) Crystal growth under microgravity, present results and future prospects towards the
international space station: K.W. Benz (Niemcy);

5) Charged native point defects in GaAs and other III-V compounds: D.T.J. Hurle (UK);

6) Applications of morphological stability theory: S.R. Coriell (USA);

7) Experimental analysis and modeling of melt growth processes: G. Mueller (Niemcy).

Wyklady 5) i1 6) oraz 7) byty zwiazane z przyznaniem D.T.J. Hurle'owi (UK) i1 S.R.
Coriellowi (USA) wspolnej nagrody im. Franka a G. Muellerowi (Niemcy) nagrody im.
Laudise'a jako wyraz uznania za ich wktad odpowiednio w teorig i technologi¢ wzrostu
krysztatow.

Latwo bylo zauwazy¢, ze sesje obejmujace podstawowe problemy wzrostu kryszta-
low objetosciowych, cienkich warstw oraz epitaksji stanowity lwig czgs$¢ prac przedsta-
wionych na konferencji (sesje: GO1, G02, G0O3, G04, G11, T02 oraz T03,) podczas gdy
jednoczesnie stosunkowo duzo prac byto poswigconych ogoélnie krysztalom objgtoscio-
wym, a w szczegoblnosci tlenkom i fluorkom (sesje: G02, GO3) oraz szeroko-przerwo-
wym materiatlom typu azotkow, SiC oraz diamentu (sesje: T02, T03). Podobnie jak na
kilku ostatnich konferencjach z cyklu ICCG, teoria i praktyka morfologii i kinetyki wzro-
stu krysztatow (GO1), ogolne aspekty wzrostu krysztatlow z roznych faz (G-11) oraz za-
sadnicze zagadnienia teoretyczne i operacyjne krystalizacji przemystowej mialy swoich
wielu zwolennikow. Ponadto, jak wynikato z przedstawionych prac, mimo szerokiego
zainteresowania w ostatnich latach badaniami krysztalow biatek oraz skomplikowanych
zwiazkow organicznych, badania dotyczace wzrostu i charakteryzacji klasycznych ma-
terialdw typu dwuzasadowego fosforanu potasu (KDP), siarczanu trojglycyny (TGS),
niobianu litu, krzemu, GaAs i kwarcu jeszcze nie stracily na aktualnosci. Jednakze za
nowe trendy mozna uzna¢: badania nanostruktur w postaci kropek i nanorur, in situ ob-
serwacje powierzchni krysztatlow objgtosciowych oraz cienkich warstw, krystalizacjg w
mikrograwitacji i procesy transportowe, krystalizacj¢ zwiazkéw wielosktadnikowych
typu chalkopirytow.

Materiaty z konferencji zawierajace okoto pigciuset prac ukaza si¢ w trzech tomach
czasopisma Journal of Crystal Growth, a wszyscy petnoprawni uczestnicy otrzymaja je
w formie CDROM.
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Wedtug autora tej informacji za bardzo dobra organizacj¢ konferencji naleza si¢ jej
organizatorom co najmniej trzy razy ukfony po japonsku. Za usterk¢ organizacyjna mozna
uzna¢ umieszczenie prac o podobnym profilu w réznych tematach. Jednakze z strony or-
ganizacyjnej taka sytuacja byla nie unikniona z powodu olbrzymiej liczby zgtoszonych
prac przy jednoczesnej koniecznosci spelnienia warunku, aby liczba prac do prezenta-
cji ustnej w sesjach tematycznych byta mniej wigcej podobna. Z punktu widzenia uczest-
nika konferencji, taka sytuacja nie umozliwiata sledzenie wszystkich prac, ktérymi byt
on zainteresowany. Na szczescie staranne wydane abstrakty w grubej "Abstracts Book",
wazacej ponad dwa kilogramy, bgda spetnialy to pragnienie.

Nalezy podkresli¢, ze Polske reprezentowalo jedynie 9 regularnych uczestnikow z:
Instytutu Technologii Materialéow Elektronicznych (3), Uniwersytetu Slaskiego (2), In-
stytutu Fizyki PAN, Warszawa (1), Instytutu Technologii Elektronowej, Warszawa (1),
Politechniki Lubelskiej (1), Uniwersytetu Warszawskiego (1). Automatycznie nasuwa sig
wiec wniosek, ze nawet w pordwnaniu z niektorymi matymi krajami takimi jak Izrael,
Tajwan czy Korea, Polska wypadia stabo mimo, ze 4-ch uczestnikow otrzymato czgscio-
we dofinansowanie od organizator6w jako uznanie za aktywno$¢ Polskiego Towarzystwa
Wzrostu Krysztalow w rozwijaniu nauki o krystalizacji. PrzedstawiliSmy 13 prac, w
wiekszosci w formie prezentacji ustnej, ktore zbudzily umiarkowane zainteresowanie.
Jednakze nie mieli$my Zadnego wyktadu zaproszonego, chociaz autor tego podsumowa-
nia miat zaszczyt przewodniczy¢ dwom sesjom: (G11-2) Crystal Growth General oraz
(G05-3) Industrial Crystallization, i recenzowa¢ kilka prac przeznaczonych do publika-
cji w "Proceedings" konferencji.

Staby udziatl polskich naukowcow w ICCG-13 jest wynikiem niemoznosci, z r6zno-
rodnych przyczyn na szczeblu zarowno lokalnym jak i centralnym, zdobywania srodkow
nawet w kraju do uprawiania nauki, w tym do utrzymywania kontaktéw z innymi krajo-
wymi i zagranicznymi o$rodkami naukowymi oraz w celu uczestnictwa w migdzynaro-
dowych konferencjach specjalistycznych. Mozna spodziewa¢ sig, ze przy obecnym po-
ziomie finansowania nauki skutki tej polityki beda za kilka lat trudne do odrobienia, nie
wspominajac o zagrozeniu stanem niemozliwosci ponoszenia przez Polskg cigzaru or-
ganizacji [OCG-16 w 2010 roku.

Keshra Sangwal
Instytut Fizyki Politechniki Lubelskiej
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Zarzad Gté6wny PTWK Prezes: prof. dr hab. Anna Pajaczkowska
Instytut Technologii Materialow Elektronicznych  Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych
ul. Wolczynska 133,01-919 Warszawa E-mail: apajaczkowska@hotmail.com
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Internet: www.ptwk.org.pl
Sekretarz: doc. dr hab. Marek Berkowski
Konto PTWK: Millennium BIG Bank S.A. Instytut Fizyki PAN
11501303-0012351497 E-mail: berko@ifpan.edu.pl

Zal. 2

11" INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
ON CRYSTAL GROWTH (ISSCG-11)
24-29.07.2001 w Doshisha Retreat Center, Shiga Prefecture

Japan (Kyoto)

Dyrektor Szkoty ISSCG-11: prof. Kiyotaka Sato

W zajgciach szkoty ISSCG-11 uczestniczylo 90 os6b oraz 24 wyktadowcoéw z 13
krajow, wsrod uczestnikow dominowali Japonczycy (74) osoby, z Europy byto 25 osob,
w tym z Polski z ITME-mgr A. Novosselov. W ramach prac przedstawianych w Japonii
na konferencji ICCG-13 mgr A. Novosselov uzyskat wyroznienie i otrzymat nagrodg pi-
semng i pokrycie kosztow uczestnictwa w szkole ISSCG-11 od Migdzynarodowej Unii
Krystalografii.

Program zaj¢¢ w ISSCG-11 skladal si¢ z 23 wyktadow, ktore przecigtnie trwaty 1,5
godziny i po kazdym wyktadzie prowadzono 20 minutowa dyskusje. Tematyka wyktla-
dow obejmowata:

1) podstawy wzrostu krysztatu (Understanding of Fundamental Aspects in Crystal
Growth) i projektowania materiatow i ich funkcjonalnosci w zaawansowanych ma-
terialach (Materials Design and Functionality of Advanced Materials),

2) dynamike powierzchni rozdziatu krysztat-ciecz (Dynamics of Crystal-Liquid Interfa-
ce),

3) teorii wzrostu tak krysztalow objgtosciowych jak i warstw (z uwzglgednieniem mate-
rialow biologicznych obok azotku galu, ktéremu byto poswigcone najwigcej uwagi),

4) charakteryzacj¢ materialow od strony defektow strukturalnych.
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5) zjawisk na granicy faz krysztat-ciecz obserwowanych metodami dyfrakcyjnymi i za
pomoca mikroskopu sit atomowych (wyklady z tego zakresu tematycznego mozna
uzna¢ za niezwykle interesujace).

Zajecia dydaktyczne prowadzone byty od 9 rano do 21 wieczorem, wraz positkami.

W ramach programu szkoty odbyly si¢ dwie wycieczki do parku rozrywki i do klaszto-

ru buddyjskiego.

Materiaty szkoty, teksty wyktadow byty dostarczone uczestnikom w formie wydaw-
nictwa: Advances in Crystal Growth Research wyd.: K. Sato, Y. Furukava, K. Nakaji-
ma, publ.: Elsevier, Amsterdam, 2001, 419 stron.

Andrei Novosselov

ITME,

Zaktad Technologii
Monokrysztatéw Tlenkowych
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Zat. 3

"6 INTERNATIONAL CONFERENCE ON
INTERMOLECULAR INTERACTIONS IN MATTER"

W dniach 10-13 wrzes$nia 2001 roku odbyta si¢ w Hotelu Rzemieslnik w Gdansku-
Jelitkowie konferencja "6th International Conference on Intermolecular Interactions in
Matter". Konferencja ta odbywata si¢ pod patronatem szeregu instytucji wsrod ktorych
bylo Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztatow. Jezykiem konferencji byt angielski.
Materiaty konferencji bgda publikowane w Molecular Physics Reports.

Konferencja byla zorganizowana wspdlnie przez Wydziat Fizyki Stosowanej i Ma-
tematyki Politechniki Gdanskiej i Instytut Fizyki Politechniki Lubelskiej. Przewodnicza-
cymi konferencji byli: prof. prof. M. Chybicki, H. Sodolski i E. Spiewla. Komitetowi
Organizacyjnemu przewodniczyt prof. M. Sadowski.

Zakres tematyczny konferencji byt dosy¢ obszerny. Dla ilustracji podam zakres pod-
stawowych zagadnien:

- procesy krystalizacji i rozpuszczania

- procesy kondensacji i parowania
przejscia fazowe
- wlasnosci fizykochemiczne i struktura roztworow i stopow
- napromieniowania jonami

naprgzenia w materiatach

struktury niskowymiarowe

wzrost epitaksjalny

mikro/nanostruktury

- synteza i charakteryzacja cienkich warstw

- technologie krystalicznych ogniw sfonecznych.
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W ramach konferencji wygloszono 10 wyktadéw zaproszonych i 17 referatow ust-
nych. W ramach dwu sesji posterowych zaprezentowano 48 posterow. Konferencja do-
brze stuzyta wymianie pogladow migdzy uczestnikami podczas jej trwania.

Konferencja byfa dobrze zorganizowana. Koszt konferencji umozliwiat uczestnictwo
duzej liczby zainteresowanych uczestnikéw z Polski i z krajow Europy Srodkowej i
Wschodniej. Ujemna strona konferencji byta niska liczba uczestnikow z Europy Zachod-
niej.

Stanistaw Krukowski

CBW PAN

01-152 Warszawa

ul. Sokotowska 29/37

e-mail: stach@iris.unipress.waw.pl
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Wskazowki dla autora

Redakcja czasopisma Materiaty Elektroniczne prosi o nadsyfanie artykutow poczta
elektroniczng na adres ointe@sp.itme.edu.pl lub na no$niku magnetycznym w na-
stepujacych formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika

Word 6.0 lub 7.0 PCX, TIF, BMP, WFM, WPG

1. Grafika (materiaty ilustracyjne) powinny by¢ zapisane w oddzielnych plikach. Kaz-
dy materiat ilustracyjny (rysunek, tabela, fotografia itp.) w innym. Pliki mogg by¢
poddane kompresiji: ZIP. ARJ.

2. Objetosé do 15 str.

3. Tekst powinien by¢ pisany w sposob ciagty. Materiaty ilustracyjne (rysunki, ta-
bele, fotografie itp.) powinny by¢ umieszczone poza tekstem. Podpisy do rysun-
kow... itp. w jezyku: polskim i angielskim, rowniez winny by¢ zapisane w oddziel-
nym pliku.

4. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac sie nastepujace elementy: tytut
naukowy, imig i nazwisko autora, nazwa miejsca pracy, adres pocztowy, e-mail. Na
srodku stronicy tytut artykutu, rowniez w jezyku angielskim.

5. Materialy ilustracyjne, streszczenie, bibliografia, wzory:

— Do artykutu nalezy dotgczy¢ streszczenie nie przekraczajgce 200 stow w jezy-
ku polskim i angielskim.

— W przypadku wzoréw i materiatow ilustracyjnych nie bedacych oryginalnym
dorobkiem autora/ow nalezy zacytowac ich zrodto, umieszczajac je w biblio-
grafii.

— Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

- Pozycje bibliograficzne nalezy podawac¢ w nawiasach kwadratowych w kolej-
nosci ich wystepowania.

Przyktad na opis bibliograficzny artykutu z czasopisma:

[1] Tomaszewski H., Strzeszewski J., Gebicki W.: The role of residual stresses in

layered composites of Y-ZrOp and AloO3. J.Europ.Ceram.Soc. vol. 19, 1990,

no. 67, 255-262

Przyktad na opis bibliograficzny ksigzki:

Raabe J., Bobryk E.: Ceramika funkcjonalna. Warszawa: Politechnika Warszawska

1997, 152 s.

6. Autora obowigzuje wykonanie korekty autorskiej.


mailto:ointe@sp.itme.edu.pl

-‘ INSTYTUT TECHNOLOGII

B\ <mm VATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
I B Mamm ! Wolczynska 133, 01-919 Warszawa

tel./fax-dyrektor: (4822) 8359003 tel.: (4822) 8353041-9
e-mail: itme@sp.itme.edu.pl http://sp.itme.edu.pl

e w

(" Gléwne kierunki dziatalnosci Instytutu Technologii Materiatéw Elektro- |
nicznych - prowadzenie badar naukowych i prac badawczo-rozwojowych
dotyczqcych: technologii otrzymywania i efeﬁlywnego wykorzystania ma-
teriatéw elekfroniczn;é‘l.

Dziatania te dotyczq nastepujqcych materiatéw i zwiqzkéw pétprzewod-
nikowych: (Si, GaAs, GaP nAs,cn'nP): epitaksjalne warstwy pétprzewodni-
kowe (Si, GaAs. GaF InP GaAsP InGaAs, InGaAsP InGaAlP GaAlAs,
InAlAs); materialy laserowe (YAP YAG: Nd. Er; Pr, Ho, Tm, Cr): epitak-
sjalne warstwy YAG; materiaty elekirooptyczne i piezoelekiryczne ikwurc.
LiINbO3, LiTaO3, LioB4O7); materialy optoelekironiczne i nieliniowe
(C0F2,380F2, boran baru BBOJ; materiaty podtozowe pod wysokotempe-
raturowe warstwy nadprzewodzqce (SrLo(faO,i, SrLaKlO " CaNdA|(§4,
NdGaO3); materialy i ksztaltki ceramiczne (AloO3, % O3, ZrOy,
SigNy); szkta o zadanych charakterystykach spektro?nyc i aﬁfywne wiék-
na $wiattowodowe i obrazowody; kompozyty metalowo-ceramiczne; zig-

cza zaawansowanych materialéw ceramicznych (SigNy, AIN) i kompo-
zytéw z metalami; kompozrry metalowe i czyste metale (Ga, In, Al, Cu,

In, Ag, Sb‘; pas‘?/ do ukfadéw hybrydowych; oraz zastosowania ich
w podzespotach: diody Schottky’ego, tranzystory FET i HEMT; lasery, fo-
todetektory; filtry i rezonatory z akustycznq falq powierzchniowq; maski
chromowe do fotolitografii.

Instytut wykonuje ustugi w zakresie technologii HI-TECH takich jak: fotoli-
tografia, elektronolitografia, osadzanie cienkich warstw, obrébka ter-
miczna oraz charakteryzacja materiatéw (spekirometria mas i Méssbave-
ra, FTIR, EPR, ICP RBS, spektrometria IR i Uc, absorpcja atomowa, wyso-
korozdzielcza dyfrakcja rentgenowska, fotoluminescencja, DLTS, PITS, mi-
kroskopia optyczna i elekironowa; charakteryzacja podzespotéw elekiro-
nicznych: pomiary impedancyjne i pomiary widm promieniowania i szu-

méw :
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